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"UN DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR"

Este invento se re fie re  a d ispositivos semicon­
ductores que comprenden un cuerpo semiconductor que tiene 
una unión p—n entre una primera región de un tipo  de con­
ductividad (tipo  p ó tipo  n) y una segunda región del otro 

5 tipo; de conauctividad (tipo  n ó tipo  p ) , una capa conduc­
to ra  que tien e  una re sisten c ia  f in it a ,  de lámina l a  cual 
e stá  aplicada a una su perficie  de l a  primera región, y 
una conexión conductora de baja re sisten c ia  a l a  capa 
conductora, en que l a s  diferentes partes del borde de l a  

10 unión p-n situadas en l a  su perficie  del cuerpo semiconduo-
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322304
to r  están a d istan c ia s diferentes desde l a  conexión con­
ductora.

Un ejemplo de t a l  d ispositivo  e s , por ejemplo, 
un tra n sis to r  plano que tiene una región de emisor de un 

5 tipo  de conductividad, l a  cual se extiende desde una su­
p e r f ic ie  del cuerpo semiconductor a una región  de base 
del otro tipo  de conductividad, de manera que en l a  sn- 
p e r f ic ie  l a  región de emisor e stá  completamente empotra­
da en l a  región de base y l a  unión p-n entre l a s  dos re- 

TtO giones termina en un borde continuo en l a  su p erfic ie .
En muchos casos l a  región de emisor está  cubierta sustan- 
cialmente por una capa conductora,, por ejemplo una capa 
m etálica, a  l a  cual se hace la, conexión de b a ja  r e s is te n ­
c ia  para conexión e lé c tr ic a . E sta  conexión puede se r , por 

15 ejemplo, un alambre soldado o estañado a e l la ,  o una pro­
longación de forma de t i r a  de l a  capa conductora, l a  cual 
se  extiende sobre una capa a islan te  p rov ista  sobre e l cuer­
po semiconductor.

Es sabido que, en muchos casos, aunante el fun- 
30 cionamiento de un d ispositivo  semiconductor 3.a corriente 

que circula, a través de una unión p-n del mismo pasa por 
esa unión p-n sustancialmente por el borde de l a  misma.
T al es en p articu lar  el caso para una unión de emisor de 
un tr a n s is to r .

25 Además, en muchos casos, l a s  d istan c ias entre
p artes d iferentes del borde l a  unión p-n y l a  conexión 
conductora son d iferen tes, de manera que l a s  re s is te n c ia s  
e lé c tr ic a s  entre partes d iferentes de ese borde y l a  cone­
xión conductora son d iferen tes, lo  cual dá lu gar a  irregu- 

30 larid ad es en l a  densidad de corriente a lo  largo del borde
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de l a  unión p-n. Especialmente en el caso d.e corrientes 
de gran intensidad, pueden producirse frecuentemente den­
sidades de corriente excesivas lo  c a li zs.dament e a lo  l a r ­
go. del borde de l a  unión p-n, de manera que el d isp o s it i-  

 ̂ vo e stá  expuesto a re su ltar  deteriorado.
Es de hacer notar que este  fenómeno es usualmen­

t e  debido a l a  ausencia de sim etría c ircu lar del disposi­
tivo  semiconductor.

Las irregularidades descritas en l a  densidad 
20 de corriente a lo  largo del borde de l a  unión p-n podrían 

disminuirse considerablemente usando para el d ispositivo  
semiconductor una configuración en l a  cual no existan  
sustancialmente diferencias en d istan cia  entre l a s  d ife­
rentes partes del barde de l a  unión p-n y l a  conexión 

2 $ conductora (dicho con otras palabras, usando sim etría c ir ­
cu la r). No obstante, e llo  es imposible en l a  p ráctica  pa­
ra  machos d isp ositivos semiconductores, o no deseable s i  
se toman en consideración o t r a s  propiedades deseadas del 
d isp o sitiv o .

20 En consecuencia, un objeto del invento, es entre
o tro s, proporcionar d isp ositivos semiconductores de l a  
c lase  mencionada en el preámbulo, en lo s  cuales l a s  ir r e ­
gularidades de densidad de corriente a lo  largo del bor­
de de l a  unión p-n están lim itadas, a l menos en gran, me- 

2b di da, de una manera d iferente y se n c illa .

EL invento se basa en el reconocimiento del he­
cho de que l a  capa conductora con su región asociada cons­
titu y e  e l circuito  de corriente entre l a  conexión conduc­
to ra  y e l borde de l a  unión p—n , y que es posib le de una 

30 manera se n c illa  proveer en dicha capa con su región aso—
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d a d a  una disposición, de re siste n c ia  mediante l a  cual se 
suprimen considerablemente l a s  irregularidades en. densi­
dad de corriente a lo  largo  del borde de l a  unión p-n.

De acuerdo con el invente, un d ispositivo  semi- 
5 conductor que comprende un cuerpo semiconductor qué t i e ­

ne una unión p—n entre una, primera región de un tipo  de 
conductividad (tipo  p ó tipo  n) y una segunda región del 
otro tipo de conductividad (tipo  n ó tip o  p ) , una capa 
conductora que tien e  una re siste n c ia  f in it a  de lámina,

3¡Q aplicada a una su perfic ie  de l a  primera región, y una
conexión conductora de baja  re s is te n c ia  a dicha capa con­
ductora, en que l a s  diferentes p artes del borde de l a  
unión p-n situadas en l a  su p erfic ie  del cuerpo semicon­
ductor están a d istan cias diferentes desde l a  conexión 

1,5 conductora, e stá  caracterizado por que l a  capa conducto­
r a  juntamente con l a  primera región presenta, entre l a  
conexión conductora y el borde de l a  unión p-n, una d is­
posición de re siste n c ia  que, durante el funcionamiento, 
favorece la, uniformidad de l a  densidad de corriente, a 

20 lo* largo del borde de l a  unión p-n, de l a  corriente que 
c ircu la  a través ae l a  unión p -¿ .

En numerosos d isp ositivos puede obtenerse una 
lim itación  su fic ien te  de l a s  irregularidades de densidad 
de corriente a lo  largo del borde de l a  unión p-n s i  l a  

25 primera región y l a  capa asociada presentan una disposi­
ción de re siste n c ia  s a t is fa c to r ia .  Este es el caso, por 
ejemplo, para, un tra n sis to r  en e l cual l a s  regiones p ri­
mera y segunda son l a s  regiones de emisor y de base, res­
pectivamente, y en el cual, durante el funcionamiento,

30 l a  corriente a l a  conexión de base es b a ja . No obstante,
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hay también, muchos d ispositivos semiconductores en l a s  
cuales una conexión, a l a  segunda región  está  también des­
tinada a conducir elevadas corrientes y en lo s  cuales, par­
ra  lim ita r  mejor l a s  irregularidades de densidad de co- 

$ rrien te  a lo  largo del borde de l a  unión p—n, es desear-
b le que l a  segunda región, juntamente con una capa conduc­
to ra  asociada, presenten igualmente una disposición de 
re siste n c ia  s a t is fa c to r ia . En consecuencia, una realiza?- 
ción preferida del invento está  caracterizada por que una 

20 su perfic ie  de la, segunda región e stá  igualmente cubierta 
con una. capa conductora, de re sisten c ia  f in ita  de lámina, 
a l a  cual hay también hecha una conexión de b a ja  r e s is ­
ten cia , presentando esa capa conductora, juntamente con 
l a  segunda región, entre l a  conexión conductora y el bor- 

15 de l a  unión p-n, una forma de re sisten c ia  que f.avorece 
durante el funcionamiento l a  uniformidad de l a  densidad 
de corriente, a lo  largo del borde de l a  unión p-n, de l a  
corriente que circu la a través de l a  unión p -n ,. E l pre­
sente invento es importante especialmente para tr a n ss is-  

20 ta re s  en lo s  cuales l a  primera, región es l a  región de emi­
so r .

La disposición de re sisten c ia  deseada de una 
región, juntamente con su capa conductora, asociada, pue­
de obtenerse, por ejemplo, por conducción heterogénea de 

2b l a  región y/o de l a  capa conductora y/o mediante espesor 
irreg u lar  de l a  región y/o de l a  capa conductora, y/o m&- 
disnte conformación adecuada del lím ite  de l a  parte de l a  
capa conductora en contacto con l a  región asociada, con 
respecto al borde de l a  unión p-n.

30 Una realización  importante preferida de un d is-
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positivo  semiconduct or de acuerdo con e l invento e stá  ca­
racterizada por que l a  Disposición re s is te n c ia  deseada 
tien e  lugar debido a que l a  parte ¿e una capa conductora 
que e stá  en contacto- con l a  región asociada lo  está  al.

5 menos sobre parte de su espesor, más a le jada de l a  unión 
p-n en algunas p artes de su borde que en o tra s . Será evi­
dente que l a  re s is te n c ia  entre una parte del borde de 
l a  unión p—n y l a  conexión conductora viene influenciada 
por l a  d istan cia  entre l a  correspondiente parte  nel bor­

lo de de l a  unión p-n y l a  parte  de l a  capa conductora en 
contacto con l a  correspondiente región.

La parte de una capa conductora en contacto con 
l a  región asociada puede ser menor que l a  caps, conducto­
ra  debido a l a  in terposición  de una capa a is la n te . La ca- 

15 pa a is lan te  puede ser , por ejemplo, una capa de óxido 
p rov ista  sobre e l cuerpo semiconductor.

La capa conductora puede ser de m aterial semi­
conductor y tener locaiizadamente diferentes grados de 
conducción debido a concentraciones de impurezas impor- 

30 tan tos que d ifieren  de un punto a  o tro . No obstante, l a  
capa conductora es preferiblemente de un metal t a l  como 
el aluminio..

E l presente invento es de especial importancia 
para d isp ositivos semiconductores en lo s  cuales l a s  dos 

25 regiones situadas en l a  su perfic ie  del cuerpo semiconduc­
to r  tienen una disposición in te rd ig ita l .  Tal d isposición  
in te rd ig ita l  se suele u sar en d isp ositivos semiconduc­
to re s para grandes potencias. La d isposición  de re sisten ­
c ia  deseada puede pues obtenerse de una manera sencilla., 

30 por que l a  parte de l a  capa conductora en conta,cto con
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l a  región asociada e stá  más a le jad a  de l a  unión p-n en 
el arranque de lo s  dedos en l a  forma in te rd ig ita l que 
en lo s  extremos lib re s  de lo s  dedos.

Las conexiones conductoras en estructuras in - 
5 te rd ig ita le s  se hacen usualmente para, unir entre s i  par­

te s  de interconexión de lo s  dedos.

A continuación se describirán realizaciones de 
lo s  d ispositivos semiconductores de acuerdo con el inven­
to , a manera de ejemplo, con referencia a lo s  dibujos es- 

10 quemáticos que se acompañan, en lo s  cuales:
Las F ig s. 1 a 4 ilu stra n  una realización  de un 

tran sisto r  de acuerdo con el invento, siendo la s  F ig s.
2 y 4 v is ta s  en planta y l a s  F ig s. 1 y 3 v is ta s  en sección 
tran sversal tomadas a lo  largo de l a  lín ea  correspondíen- 

13 t e  a l a  lín ea  S-S de l a  F ig . 2;
La F ig . 5 es una v is t a  en planta en que se i lu s ­

t r a  una parte de una segunda realización ; y
LA F ig . 6 es una v is ta  en planta en que se i lu s ­

t r a  una, parte de una tercera realización .
20 Refiriéndonos añora a l a  F ig . 1 , una oblea 1

de s i l ic io  del tipo n con l a  adición de As, que tiene una 
re s is t iv id a d  de 0 ,01 ohmios-cm. y que tiene de dimensio­
nes 2,?  mm x 2,7 mm x 165 mieras, soporta una capa epí- 
t a x ia l  2 de s i l i c io  de tipo n activado en P, que tiene 

25 una re sistiv id ad  de 8 a. 12 ohmio s-cm, y un espesor de 
35 mieras.

Se proporciona una capa 3 de óxido calentando 
el cuerpo 1 ,2  o. 1 . 200SO durante una hora en una corriente 
de oxígeno húmero que circu la  con un caudal de 1 1/min,

30 estando el oxígeno saturado con agua a 80SC.
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En. l a  capa 3 hay grabada una ventana 4 mediante 

una técnica fo to lito g rá fic a , y se produce una región 5 
d ifu sa  daL tipo  p que tien e  una profundidad de 10 m ieras, 
por difusión de boro en l a  región 2 por medio de l a  parte 

5 ' de l a  su perfic ie  de l a  región 2 que no e stá  protegías, por 
l a  capa 3*

La región 5 puede ser producida colocando el cuer­
po I ,  2 en un horno, calentado el cuerpo a 900se durante 
una hora y llevando el Vípor producido por calentamiento 

]¡0 de una reserva de óxido bórico, proporcionada asimismo en 
e l  homo, a, 900 3C, sobre e l cuerpo 1 , 2 mediante una co­
rrien te  de nitrógeno que fluye a 100 1/min. EL cuerpo 1 ,2  
es luego transferido a un segundo homo en e l cual se 
completa l a  difusión del boro calentando el cuerpo 1 ,2  

1 $ a 1 . 200se en una corriente de oxigeno que fluye a 1 1/min 
durante "tres horas. La región 5 de tip o  p tiene entonces 
una re sistiv id a d  de lámina de 90-100 ohmios en cuadro. La 
capa de óxido (no representada) puede ser engrosada en l a  
ventana 4 sin  sacar e l cuerpo 1 ,2  del homo, calentando 

20 durante 30 minutos, en oxigeno hámedo, saturado a 80SC, 
que fluye con un caudal de 0 ,2  1/min durante 40 minutos, 
siendo mantenido el cuerpo 1 ,2  a 1 . 200se durante ese tiemr- 
yo .

La F ig . 3 muestra una fa se  posterior en l a  fa -  
25 bricación  del t r a n s i s to r .  Una ventana 6 e stá  grabaaa en 

l a  capa 7 de óxido engrosada y se produce una región 8 de 
tipo  n por difusión de fósforo en l a  capa 2, de manera, 
que parte de l a  región t  pasa a ser de conductividad de 
t ip o  n . Entre l a s  regiones 5 y 8 se  produce una unión 13 

30 de tipo  p-n.
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La difusión del fósforo puede lle v a rse  a cabo, 
calentando el cuerpo 1 ,2  durante hora y media a 1.1603C 
en una atmósfera producida mezclando gas nitrógeno que 
fluye a 1 1/ínin y gas oxígeno que fluye a 0 ,1  1/míu y gas 
nitrógeno que ha sido hecho burbujear a través de 10Cl^, 
mantenido a una temperatura de 25SC, a un caudal de 2 
ce 3/min. Al fin a l de este  tiempo, se corta l a  corriente 
de nitrógeno que ha sido hecha burbujear a través del P0d^ 
y se continúa e l calentamiento en condiciones por lo  de­
más sim ilares durante otros 30 minutos. Luego se trans­
f ie re  eL cuerpo 1 ,2  a otro homo en e l cual se calienta 
a 1.040SC en oxígeno húmedo, saturado con vapor a 8CSC, 
que fluye con un caudal de 0 ,2  1/min durante una hora.

La región 8 tiene una re s is t iv id a d  de lámina de 
1 .3 -1 ,5  ohmios en cuadro, l a  produndida.d de difusión es 
de 7 mieras y l a  capa de óxido (no representada.) e stá  en­
grosada en l a  ventana. 6.

La v is ta  en planta de l a  F ig . 2 muestra l a s  fo r ­
mas de la s  regiones 5 y 8 y l a  parte 9 engrosada de l a  
capa de óxido.

La. F ig . 4-, que es una v is ta  en planta ampliada 
correspondiente a l a  parte de l a  F ig . 2, dentro de l a  l í ­
nea 10 de puntos y trazos, muestra una fa.se posterior en 
l a  fabricación  del tra n s is to r . En. l a s  capas 9 y 7 de óxi­
do- engrosadas hay formadas ventanas, lo s  lím ites de las. 
cuales se han. inaicaác por lo s  números ae referencia 11 y 
12 . Se ha provisto conexión a l a s  regiones semiconducto­
res 5 y 8 por medio de la s  ventanas 11 y 12 mediante ca­
pas conductoras, en este caso de aluminio 14 y 15, repre­
sentadas rayadas, de re sisten c ia  f in ita  de lámina. Como
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también se ha ilu strad o  en l a  F ig . 2, se han provisto cone­
xiones conductoras de baja re s is te n c ia , representadas en 
lín e a s  de trazo s, 16 y 17, a l a  capa de aluminio 14? y se 
ha provisto una conexión l 8 conductora de baja  re sisten —

5 e ia  a l a  capa de aluminio Ib * Las prolongaciones de dichos 
alambres, representadas en lin eas  de puntos y trazo s, pue­
den estar conectadas a espigas de contacto su je ta s a una 
envolvente*

Se proveen la s  capas 14 y 15 depositando aluminio 
10 sobre l a  to ta lid ad  de l a  su perfic ie  expuesta representada 

en l a  F ig . 2 mediante depósito por evaporación a l vacío 
sobre l a s  capas de óxido 3, 7 y 9 , y sobre l a s  ventanas 
11 y 12 p rov istas en e l la .  EL aluminio depositado tien e  
un espesor de 1 ,8  mieras y una re s is t iv id a d  f in it a  de l á — 

15 mina de 0 ,02  ohmios/en cuadro. Las partes no deseadas de 
l a s  .capas de aluminio son luego eliminadas de l a  manera 
usual por un procedimiento fo to lito g rà fic o .

Los alambres de aluminio 16, 17 y 18 , cada uno 
de, por ejemplo, 250 mieras de espesor, se aseguran por 

20 unión a presión u ltrasón ica .
El tran sisto r  puede terminarse sujetando l a  ca­

ra  in fe r io r  (F ig . 1 ) de l a  región 1 , a un disco de molibde­
no con recubrimiento galvanoplàstico de níquel y oro, con 
l a  in terposición  de un delgado disco de oro y por calen- 

25 tamiento. E l disco de molibdeno puede ser luego estallado, 
usando soldadura eutèctica de plomo y estaño, a un colec­
to r  de cobre. Los extremos l ib r e s ,  representados en lín e a s  
de puntos y trazo s, de lo s  conductores 16 , 17 y 18 se ase­
guran a espigas prov istas en el co lector. Finalmente, e l 

30 colector puede su je tarse  a un bote de la t a ,  permitiendo
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a s i  encerrar una atmósfera protectora seca cLe nitrógeno.
Datos típ ico s  de l a  presente realización  son:
Ventana 4-; 2,3 mm x 2,3 mm.
Dimensiones de envolvente exterior de l a  ven­

tana 6, 1 ,4  mm x 1 ,9  mm.

Longitud de dedos de l a  región 8; 0 ,5  mm.
Anchura de dedos de l a  región 8; 0,18 mm-.
Separación entre unión 13 y ventana 11; 20

mieras

Separación entre capas de aluminio 14 y 15;
20 mieras.

Separación entre unión 13 y ventana 12; 20 mi­
eras en lo s  extremos de l a s  oaras de lo s  dedos y 60 mi­
eras en lo s  arranques de lo s  uedos de l a  región 8.

Número de dedos ( to ta l ,  ambas caras); 16
En l a  realización  anteriormente d escrita , l a s  

irregularidades en densidad de corriente a lo  largo del 
borde de l a  unión p-n están lim itadas, ya que l a  distan­
c ia  entre l a  ventana 12 (y per tanto entre l a  parte de 
la, capa 15 de metal en contacto con l a  región 8) y dicha 
unión es mayor en lo s  arranques de lo s  dedos de l a  re­
gión 8 que en lo s  extremos lib re s  de lo s  miembros. En 
funcionamiento, con l a  región 8 como una. región de emi­
sor y 1.a región 5 como una; región de base, l a  relación  
de corriente de emisor a corriente de base puede ser ma­
yor de 10, y l a  relación  de la s  anchuras de lo s  dedos de 
emisor y lo s  dedos de base es 3 1/2 y, por consiguiente, 
l a s  irregularidades en densidad de corriente debidas a 
l a  configuración de base son, en general, hasta t a l  pun­
to  menores que l a s  debidas a l a  configuración de emisor
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que son despreciables, y cualquier mejora por corrección 
en el lado de base de l a  unión 13 no e je rcería  su stan cisí­
mente in fluencia alguna.

La F ig . 5 es una v is ta  en p lanta de un área, que 
$ se corresponde sustancialmente con l a  de l a  F ig . 4, de 

una segunda realizac ión  de un tra n sis to r  de acuerdo con 
e l invento. En este  caso, l a s  d istan cias entre l a s  ven­
tanas 11 y 12 y entre l a s  capas 14 y Ib son sustanoisímen­
te  constantes y se obtiene l a  mejora deseada debido a l a  

10 unión 13 de tipo  p-n que se aproxima localizadamente mucho 
a l a  capa 14. La lim itación  aquí obtenida es menor que 
en l a s  realizaciones precedentes, pero ex iste  cierto grar- 
do de corrección para l a s  regiones tanto de emisor como 
de base . Las conexiones a l a s  regiones de emisor y de bar- 

15 se  no se han representado en l a  F ig . 5, pero son sim ila­
re s  a l a s  representadas en l a  F ig . 2.

La F ig . 6 es una v is t a  en planta que muestra l a s  
p arte s que son  de in terés de una tercera  realizac ión  de un 
tr a n s is to r  de acuerdo con el invento, en el cual l a  región 

20 de emisor, l a  conexión 19 de emisor de baja  re sisten c ia  
y l a  unión 13 tienen sim etría c ircu lar, de manera que no 
se p recisa  corrección alguna con respecto a l a s  irregu la­
ridades en densidad de corriente a lo  largo de l a  unión 
13y en e l lado de emisor de l a  unión 13. La conexión a la, 

25 región de base por medio de una conexión 20 de baja  r e s is ­
ten cia  es sin  embargo asim étrica, y se obtiene una mejora 
haciendo l a  ventana 11 de base asim étrica con relación  a 
l a  unión 13, de manera que junta a l a  conexión 20 l a  se­
paración entre el lím ite  11 y l a  unión 13 es mayor que en 

30 l a s  posiciones más ale jadas de l a  conexión 20.
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Es de hacer notar que, aunque l a  descripción 

que se acaha de hacer se re fie re  a d isp ositivos planos, 
es alternativamente posible para lo s  d isp ositivos que 
sean de configuración de mesa, por ejemplo, como se  ha 
indicado en l a  F ig . 3, en que el material del cuerpo 1 ,2  
puede ser desprenoido por ataque químico fuera de la s  
lín e a s  de trazos 21.

Por otra, parte, aunque en lo que antecede se ha 
descrito l a  fabricación  de un sólo dispositivo mediente 
una oblea, pueden fabricarse  gran, námero de d isp ositivos, 
simultáneamente, cada uno en un área diferente de -una 
lámina no dividida, siendo dividida la. lámina para pro­
porcionar d isp ositivos individuales antes del montaje o 
encapsulado.

En relación  con lo s  dibujos, se menciona que 
l a s  secciones tran sversa les de l a  F ig . 1 y 3 no están 
rayadas, ya que todas l a s  partes representadas están en 
sección tran sversa l y l a s  figu ras aparecen más claras en 
forma no rayada; adicionalmente, l a  difusión, en l a  prác­
t ic a ,  no se interrumpirá en el borde de l a  ventana aso­
ciada y, de hecho, se obtendrán regiones con difusión. 5 
y 8 l a s  cuales se extienden hacia fuera más a l l á  de lo s  
bordes de l a s  capas 3 y 7 asociadas protectoras de óxido 
en d istan cias cortas aproximadamente iguales a l  espesor 
de l a s  regiones con d ifusión . Esa d ifusión  hacia fuera 
no se ha representado con objeto de sim p lificar, más es­
pecialmente l a s  figu ras representadas en p lan ta .

Será evidente que e l invento no queda limitar- 
do a l a s  realizaciones descritas y que para un experto 
en l a  técn ica son posib les numerosas variaciones s in  re-
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basar e l  alcance del invento. A sí, por ejemplo, pueden usar­
se  m ateriales semiconductores d istin to s  a l  s i l i c io ,  y pue­
de hacerse una región, por ejemplo, de forma de e s t r e l la  en 
lu gar de ser de forma, de peine. La d isposición  de re sisten ­
c ia  deseada de una región juntamente con l a  capa conductora 
asociada, puede determinarse fácilmente por cálculo y/o por 
experimentación, para cualquier configuración deseada de 
dispositive, semiconductor.

La presente so lic itu d , que corresponde a l a  pre­
sentada en Oran Bretaña e l 29 de Enero de 1 .965 , bajo el 
nS. 4027/65, se  acoge a lo s  beneficios del artícu lo  51 del 
vigente Estatuto sobre Propiedad In d u str ia l.

N O T A

Los puntos de invención propia y nueva, que se 
presentan para que sean objeto de e sta  so lic itu d  de Paten­
t e  de Invención en España, por VEINTE anos, son lo s  siguien­
t e s :

1 .-  Un d ispositivo  semiconductor que comprende un 
cuerpo semiconductor que tien e  una unión p—n entre una primera 
región de un tipo de conductividad ( tip o  p o tip o  n ) y 
una segunda región del otro tip o  de conductividad ( tip o  n 
o tipo¡ p ) , una, capa conductora que tien e  una re siste n c ia  
f in i t a  de lámina, que está  aplicada a una su perfic ie  de 
l a  primera región, y una conexión conductora de b a ja  re­
s is te n c ia  a l a  capa conductora, estando partes diferentes
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del borde de l a  unión, p-n situadas en l a  su perfic ie  del 
cuerpo semiconductor a d istancias diferentes de l a '  cone­
xión conductora, caracterizado porque l a  capa conductora 
junto con l a  primera región presenta entre l a  conexión 

5 conductora y el borde de l a  unión p-n una disposición de 
re sisten c ia  que, durante el funcionamiento, aumenta l a  uni­
formidad de l a  densidad de corriente a lo  largo del borde 
de l a  unión p-n de l a  corriente que pasa a través de l a  
unión p-n.

10 2.— Un dispositivo seni conductor según l a  re iv in ­
dicación 1 , caracterizado porque una su perfic ie  de la. se­
gunda región e stá  también cubierta con una capa conductora 
que tien e  una re sisten c ia  f in ita  de lámina y a l a  que es­
t á  hecha también una conexión de b a ja  re siste n c ia , tenien- 

15 do dicha capa conductora junto con l a  segunda región, en­
t r e  l a  conexión conductora y el borde de l a  unión p-n, una 
disposición  de re sisten c ia  que durante el funcionamiento 
aumenta l a  uniformidad de l a  densidad de corriente a lo  
largo del borde de l a  unión p-n de l a  corriente que pasa 

20 a través de l a  unión p-n.
3 .— Un dispositivo semiconductor según l a  re i­

vindicación 1 o 2, caracterizado por que l a  primera región 
es l a  región de emisor de un tra n s is to r .

4-.- Un d ispositivo semiconductor según una o. más 
25 de la s  reivindicaciones precedentes, caracterizado en que 

l a  disposición de re sisten c ia  deseada aparece debido a que 
parte de una capa conductora que hace contacto con l a  re­
gión asociada e stá , a l menos en parte de su espesor más 
a le jad a de l a  unión p-n en algunas partes del borde que en 

30 o tra s .
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5. -  Un d ispositivo  semiconductor según l a  re i­

vindicación 4 , caracterizado porque l a  parte de l a  capa 
conductora que hace contacto con l a  región asociada es 
mós pequeña que l a  capa conductora debido a l a  interpo—

5 sio ión  de una capa a ís le n te .
6 . -  Uh d ispositivo  semiconductor, según l a  r e i-  

vindicación 5, caracterizado porque l a  capa a íslen te  es 
una C3pa de óxido, formada sobre l a  su perfic ie  de semi­
conductor.

10 7 *-  Un d ispositivo  semiconductor según una o
más de l a s  reivindicaciones precedentes, caracterizado 
porque una capa conductora consiste en un metal t a l  corno 
aluminio.

8.  -  Un d ispositivo  semiconductor según una. o
15 más de l a s  reivindicaciones precedentes, caracterizado

porque la s  dos regiones situadas en l a  superficie  del 
cuerpo semiconductor tienen una d isposición  in te rd ig ita l .

9 . -  Un d ispositivo  semiconductor según la s  re i­
vindicaciones 4 y 8, caracterizado porque l a  parte de l a

20 capa conductora que hace contacto con l a  región asociada 
e stá  más separada de l a  unión en el arranque de lo s  dedos 
de l a  d isposición  in te rd ig ita l  que en lo s  extremos lib re s  
de lo s  mismos.

10 . -  Un dispositivo  semiconductor.
25 T al y como se ha descrito  en l a  Memoria que an­

tecede, representado en lo s  dibujaos que se acompañan y 
con lo s  fin es que se han. especificado.
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